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"Metallkontakt an elnem Halbleitearkbrper" 



Die Erflndon^ betrlfft elnen MetallkontaKt an einem* 
Halblelterkox*per« Dieser "Metallkontakt ist vor allem 
fiir die sperrscliiclitfreie Kontaktierung von ' einkristal— 
linen. Silizium- Halbleitex-korpez*n vorgeselien. Es aind 
bereits Kontakte bekannt, die Titan , Palladium,: Sill>ex* 
und Gold en.thalten« Dieses Kontaktrsystem^ hat den Nacli- 
teil, daB Sllbez* beim Lbtvor^ans gelost wird und epa-fcez* 
zur Versprbdu^s des Lots fiilirt.. Bin anderes bekanntes 
Kotttaktsystem besteht aus der Schichtenfolge NickeX«- 
Gold, Dieaer Kontakt hat. den Nachteil, dafi er bei 
irelativ hohen Substrattempearaturen hergestellt warden 
muA,. ao dafi u« Uo die elek-trischen Kennweirte des Bau-i 
element es verandert wex*den oder aus andex*en, beareits 
am Halblei^erkbrper angeordneten Kontakten ^t&rstellen 
in unerwiinschtez* Weise in den Halbleiterkbrper einf> 
dx-ingen« 
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Der vorliegenden Eirfinduns llegt dxe Aufgabe zugrunde, 
einen MetalXkontakt anzugeben, dez* bei aledejrer Sub- 
strattemperatuz-en bex-gestellt werdan kazm und elne gute 
Lotbarkeit aufwexs-to 

Dlese Aufgabe wiird er£±zidunssgeina0 dadujrch gelost, daB 
der Kontakt ausgelieiid vom Halbleiterraa-fcerxal die Schl*' 
chtenfolge Clurom- Cliroiiinickel- Nickel- Gold auTi^elst* 
• Dleser Kontaki: zelclmet slch dux-cb gu'te Lbtbaxrkel't au^. 
Bei seiner Herstellung 1st die no-fcwendlge liBclia'te Sub«* 
s trat temper a tiir cae 250^C« Die mecliaiilsclie Festlg^kelt 
des Kontakt es 1st ausgQzelchnet o Die Erflndtmc^ sdll 
noch anhand elnes Ausfiihrungsbelspleles naher erlautert 
werden. 

In der Flgur 1st eln NF-» Mesa-* Lelstungstranslstor Im 
Schnltt dargestelltft Der HaXblelterkorper blldet Im 
wesentllchen die KolXektorzone 1, die b el spiels velse 
n^-:- leltend Iste Dazm 1st die Baslszone 2 p— leltend. 
In die von- elner OberClachenselte aus die n'*'* leltende 
Emltterzone 3 elngelassen Isto Die der Basis- und der 
Emitterzone gemelxtsame Oberriacbenselte 1st mlt elner 
Oxydschlcht 4 bedeckt. In die fiber der Basis- und der 
Emltterzone Of Aiun^en tiir die AnschluBkontakte elnge* . 
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braclit- sind. Dle&e Aasdhluflkoxitalcte 5 und 6 bestehezi: 
beispxelsweise .aus AlumiiuLum. D±e dieseti Ka^i;alctexi: 
^egeuuberliegenden Oberriacbenselte- des Halblei-feear- 
kbrpers ist mit elnem Chram- Cbrcimiilckel- Nickiel- Gald- 
kontakt 7 verseben, durcb den die Kollektcrrzoiie des 
Transistors spexTTScbicbtf jre± angescbXossen wirdo Die 
Chromscbicbt 8^ d±e unmitteib^ax' auf d^ Haibleiterkoarper 
aursedampft vxrd, ist beispielsweise melirex-e &imdeir1r 
Angstrom d±c]s:. Die Bxclce Wtrug bei elnem -Ausriilirtxttgs - 
beispiel 50a A^o Die Chromn£ckelschicIit 9 ist beispieis- 
welse 200(>2, die Nickelscb±ctit IG cao 400d 8^ imd die 
Goldschiclit 11 -wxederum mebrere htmd'ert Angstrom dicl^o 
Dies^r vortexlbaf te Schicl^taufbau giXt ^^iir aJiXe Arten 
von Bauelementen, flix Dioden,. Transiistoxen niid integxierlte 
Scbaltkreise nnd bei diesen Bauelemen^en sotoIxX fiir 
n- als aucli fTtir p«le±i:ende Haibleiterzoneni- 



Die Siibstra-ttemperatur de& fialbleiterkorpers l>ei derr 
Aufdampfung der erst en CbromscliicbLt betragt. ea« 'aSO^^Co 
Bex der Aufdampfung der nacbsten Scbxcht • aus Cbrom« 
Nickel kanxr die&e TemperaJfeur berelts aus ca* .2O0r-C- re- 
duziert werden. Aucti bei . der . Aufdampf ung der iibrigen 
Schicbten kann die Subs tr^t temper a tnr unter 206°C liegeri. 
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Die Chromnickelschlcht wxird voarzugsveise so hergestellt 
werdexit daB wShx*end der Aurdampfung der Chromgehalt 
Xaurend abnimni'to £s wurden dann zuuachst lOO % Chrom 
aufgedampft und der Chromantell bel gleichzeitlger £r« 
hohung des Nlckelanteils so lange reduziert, bis 100 % 
Nickel aiifgedeunpf t werdeno 

Die Clxroiiinickelscliicht kann aber auch dux*cb VerdampjTung 
einex* Chronmickellegier-ung hergestellt werden« B.ei einer 
Ausfillijrungsjrojnn wuz-de eine I#egiearung aus 20 % Clirom 
und 80 % Nickel veirwendeto 

Das angegebene Kontakt system laBt sich Tiir viele Ax*tezi 
von Kontakten verwendeh, auch fiir Basis* und Emitteir- 
kontakte \nt der Vorderseite eines Halbleiterk6rpers« 
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MetallkontaktB an einem Halbleiterkbrpoi-, dadurch sekenn- 
zelclinet, daB der Kontakt aussehend vom Halbleltermateriai 
die ScliiclitenfoXge Chrom- Chronmickel- Nickel- Gold auf^ 
weist. 
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Hatentanspj?iiche 



Metallkontakt e an einem Hal^J'^ilteiterkorper , dadurch 
^ekennzeicbnet , daA der.J£T>ntakt ausgehend vom Haibleiter--^ 
matez*ial die SchloH'ienf olge Chrom^ Chroiiinickel*» .Gold 
aufwexsto ^-""^ 

2) Metallkontakt nach Anspruch 1, dadujrch sekennzelchnet , 
daB die Chromschicht raehrere hundert Angstr-bm, die Chroma 
nickel schlcbt ca. 2000 R« die N.lckelschicbt ca 4OO0 % 
und die Goldschlcht mehrere bundez*t Angstrom dick iste 

3) Metallkontakt nach Anspruch 1 oder 2» gekennzeichnet 
durch seine Verwendung als sperrscbichtTreier AnschluB 
fiir- n- oder p<* leitende Halbleiterasonen eines elnkristal-* 
linen aus Silizitifn bestebenden Halbleiterbauelementes e 

4) Metallkontakt nach Anspruch 3f gekennzeichnet durch 
seine Verwendung als ein die gesamte Riickseite eines 
Halbleiterkorpers bedeckender AnschluBk'ontakt einer 
Diodenzone oder. der KolXektorzone eines Transistors • 
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5) Verfahren zum Herstellen elnes MeiralXkontalctes 

nach einem der vorangelienden Anspriichen , dadurch ge1c6zin» 
zelchnei:,. deiB die Metall schlchten naclieinander auf den 
Halbleiterkorper auf gedisimpf t werden; wol^ei be± der Auf- 
dampf uns dear erst en^ aus Clirom .besteliend'en MetaXlschlclit 
der Halbleiterkprper auf cao 250^0 erliit.25t -wird und 
dlese Temperatur bei . den nachf olgenden AuTdamprschri-tten 
welter reduziert wird« * . . 

6) Verraiiren nacb ednem der vorangebenden Anspriicben , • 
dadurcb gekennzeicbnet , daii zur Herstellung der Cbroomickel- 
scblcbt eine Iregierung aus Cbrom und Nickel- verdainpi:^ 
vlrd. . . ' • 
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